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１．概要（Summary） 

触覚の構成要素である温感は接触対象物の認識にお

いて重要である。温感を実現するためには、温度を測定

するだけでなく、接触体との間に発生する熱流を測定す

ることが重要となる。同時に接触によるコミュニケーション

のためには温度センサ自身の高い応答性が求められる。

実装容易性および面内方向の熱絶縁を考慮しポリイミド

フィルムにサーミスタ膜を実装することでセンサを作製す

る。ポリイミドフィルムに製膜するため、低温成膜が要求さ

れる。これに関し Al-Ti-N 薄膜サーミスタに関する報告が

ある[1]。温感センサ実現のため、Al-Ti-N サーミスタ膜を

ポリイミドフィルム上に作製した。その結果、B 定数 940K

程度のサーミスタ膜(500nm 厚)をポリイミドフィルム上に

形成することができた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ（金属、絶縁体）蒸着装置 

表面形状測定器（段差計） 

【実験方法】 

ポリイミドフィルム(125μm 厚)をガラス板に張り付け、反

応性スパッタリングを行う。ターゲットには特注の Al-Ti 合

金ターゲット（混合比：Al 90atm% Ti 10atm%）を用いる。

スパッタ時チャンバー圧を 0.6～0.7Pa、投入電力 200W、

ガス質量流量の総量を 14.2sccm とする。成膜パラメータ

を膜厚、Ar ガスと N2 ガスの混合比、成膜温度とし、実験

的に成膜を行う。成膜後に段差計を用いて膜厚を測定す

る。成膜後 300℃、1 分の熱処理を行うことにより安定化を

図った。電気抵抗の温度特性の測定および別機関の装

置による X 線回折により評価する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

膜厚、混合比、成膜温度をパラメータとした反応性スパ

ッタリングにより、Fig.1 の結果が得られた。条件変化によ

り、金属膜、サーミスタ膜、絶縁膜の特性がそれぞれ得ら

れた。膜厚 500nm、N2 含有比 10%、成膜温度 200℃条

件のサーミスタ膜が B 定数 940K 程度の感度を持つこと

が確認できた。 
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Figure 1 Results of forming thin film thermistors


